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Die vorliegende Übersicht enthölt in gedröngler Form die

wichligsten Grenz- und Kenndolen der in der DDR ge'

ferligten Hol bleiterbouelemenle. Die Kennwerle werden i m

ollgemeinen f ür eine UmgebungsfemPerolur von 25 'C on'

gegeben.

Dem Anwender soll durch diese Übersichf die Auswohl der

ieweils in Froge kommenden Typen erleichlerl werden'

Wir weisen doroul hin, doß wir uns Anderungen, die durch

den lechnischen Fortschrilt bedingl sind, vorbehollen.

Spezielle Anfrogen und Beslellungen sind on dos ieweilige
Herslellerwerk zu richfen !

B [annou o6aope B coHpaIIIöHHoM BlIAe rlsJrotfienbl Batfi-

treüIxue rexul{qecnrre ÄaHHbIe !r xapanTeplncrlrna r{3ro-

roBJreHHbIx s fAP noJIyrrpoBoAHI'lHoB. flpure4önnrre

TexHrdqecHue [aHHbIe B O6UIeM XapaHTepHbI nprl TeMrIe-

parype sHeurHeü cpegu or 25 "C.

Salaqeü aroro o6aopa flBJrserca o6üerrlurb ynorpedra-

teuo nrr6op HeoOxoArIMbIx eMy rrlnoB.

Mrr yraauraeu Ha ro, qro trpaBo Ha r{SMeHeHI'rtr, o6yc-

JIOBJreHHbre TexHrIqecHI{M rrporpeccoM, MbI OCTaBJTfeM

3a co6oü. Co cuequaulHblMrr BorrpocaMtrl{ saHaBaMIr 06-

paulaürecbn aaBoÄy-rtBroroBureJlro I

This survey contoins o summory of lhe mostimporlonlguon'

lifies ond chorocferislic dolo ol the semiconduclor compo'

nenfs m<rde in the GDR. The indices given generolly cpply

for on qmbienl lemperofure of 25 'C.
This su rvey is to focilifof e the seleclion of lhe lypes lhol come

into the queslion for lhe user. We would like lo poinl ouf

thot we reserve the righf lo moke modificotions due to

fechnologicol odvonce.

Plaese oddress inquiries ond orders lo lhe monufocturer.

Holbleiterbouelemenleindustrie der

Deulschen Demokrotischen Republik

Ilpourrmaeuf,oerb tro trpotraBoncrBy nonStrpo-

BOÄHürfOB

fepuaucnoü fieuonparrueeftoü Pecnydnunu

Semiconduclor componenf industry of the

Germon Democrolic RePublic.



Al pho betisches Typenverzeich n is

Her- Seite
steller

B 25 C25
B25C150
B 25 C 4001250
B 25 C 600/400
850C60
8250C30
8250C60
B 250 C 135

I Nicht für Neuentwicklunsen
t In Entwicklung

I He upe1uaauaqeuo AJr.E HoBbrx
paapa6oroH

IB [aurrtrfi MoMeHT paapa6arrruaerca

t,Not for new developments
I Under development

. . WF/FWE

Typ Her- Seite
steller

Her-
steller

TypTvp

D8
D16
E25C60
E500c15
E 2400 C 15
E 3000 c 15
GA lOO
GA 101
GÄ 102
GA 103
GA 104
GA 105
GA 106

r, GA 107
2GA 109
2G^713
4GLt74
GAY 60
GÄY 61
GAY 62
GÄY 63
GAY 64
GAZ 16
GAZIT
GC 100
GC 101

t GC 112
r GC 116
t GC tl1

GC 118
GC121
GC,t22
GC 123
GC 301
GD 160
GD {70
GD 175

GD 180
GD 240
GD 241
GD 242
GD 243
GD 244
GF lOO

GF 105

GWG
GWG
GWG
GWG
GWG
GWG
GWG
GWG
GWG
GWG
GWG
GWG
GWG
GWG

WF
WF
WF
WF
WF
WF
WF
WF

.wF
WF
WF
WF

HFO
HFO
I{FO
HFO
HFO
HFO
HFO
HFO
HFO
HFO
RWN
RWN
RWN
RWN
RWN
RWN
RWN
RWN
RWN
HFO
HFO

GF 126
GF 128
GF 130
GF 131
GF 132
GF 139
GF 145

.GF 147
GF 181
GP 119
GP 120
GP 127
GP 122
GS 109
GS 111
GS 112
GS 121
GS 722

r GY099
.r GY 100
I GY101
r GY102
r GY 103
r GY 104
r GY105
r GY 109
r GY 110
t GY Il7
t G\ 712
r GY 113
r GY 114
r GY115
r GY 120
t G\ 721
t GY 122
t G\ 124
r GY 125

KG60
M500c30
o44657

I SA 129
I SA 130
r SA 131

r SAM 42 ... 45
r sAM 62 ... 65
r SAX 42..,46
r sAx 62 ... 66

SÄY 10
SAY 11

r SAY 12
SAY 14
SAY 15

r SAY 16
SAY 40

SAY 42
SÄY 60
SAY 62
sL7,72
SAZ73
s[z54
SLZ6I
sc 206
SC 207
SF 021
SF 022
SF 023
SF 024
SF 025
sF 121
SF 122
SF 123
SF 126
SF 127
SF 128
SF 129
SF 131
SF 132
SF 136
SF 137

r sF 150
SF 215
SF 216

r sF 240
I sF 245
I sM 103
r sM 104

SS 106
SS 108
ss 109

r ss 120
ss 125
ss 126
SS 2OO

SS 201
SS 202
SS 2T6
SS 218

r ss 219
I sT 111
I sT 121

sY 200 ... 210
sY 220 ...230
SY 160
SY 162
SY 164
SY 166
SY 170
SY 171

sY 172
SY 173
sz 501
sz 504
sz 505
sz 555
SZ 506
sz 507
sz 508
SZ 509
s7,510
sz 511
sz 572
sz 573
sz 515
sz 516
sz 518
sz 520
sz 522
szx 7811
szx 1815,6
szx 18/6,8
s7,x 1818,2
szx 78110
szx 18172
szx 18175
szx 18/18
szx 78122
szx t9l5,t
szx 1915,6
szx 7916,2
szx 7916,8
szx 1917,5
szx 1918,2
szx 1919,1
sz,x 19110
szx 19177
szx 19172
szx 19115
szx 19116
szx r9lr8
szx r9l2o
szx 19122
szx 7s124
SZY 20
SZY 27

szY 22
SZY 23
v250c15

^ 
VSF 200
vsF 203
ZB4
1,5 St 1

3,0 sr 10

2l
27

2l
2l
2l
27
27
2l
21
2t
2l
2t
27

2l
18
18

18
18
18
18
79
t9
18
t8
18
19
79
t9
19
19
l9
18
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
tl
tl
l1
l7
7t

10
10
10
10
10
t0
10
10
10
19
79
19
t9
71

17
t7
ll
t7
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
22
2l
18
72
72
72
13
t3
13
13
13
13
13
13
73
13
73

8
8

8
I
I
I
I
9

I
I
q

I
I
9

I
9

9
t5
t5
74
t4
74
l4
t4
74
74
74

t4
74
77
t7
77
T7

77
l7
17
T7
17
77
17
l7
77
17
17
77
77
{6
16
16
16
16
16
16
t6
16
t6
76
76
l6
16
16
16
16
16
16
16
76
16
16
16
16
77
t'|
77
tt
27

t5
75
22
22
22

HFO
HFO
HFO
HFO
HFO
HFO
RWN
RWN
HFO
WF
WF
WF
WF
HFO
I{FO
HFO
HFO
HFO
HFO
HFO
HFO
IIFO
HFO
HFO
HFO
GWG
GWG
GWG
GWG
GWG
GWG
GWG
GWS
GWS
GWS
GWS
GWS
GWG
GWG
WF
WF
WF
WF
FWE
FWE
FWE
FWE
WF
WF
WF
WF
WF
WF
FWE

FWE
FWE
FWE
WF
WF
WF
WF
HFO
HFO
HFO
HFO
HFO
HFO
HFO
HFO
HFO
HFO
HFO
HFO
HFO
HFO
HFO
HFO
HFO
HFO
HFO
HFO
HFO
HFO
HFO
l'wE
FWE
HFO
HFO
HFO
HFO
HFO
HFO
HFO
HFO
HFO
HFO
HFO
I{FO
GWS
GWS
GWS
GWS
GWS
GWS
GWS
GWS
GWS
GWS

GWS
GWS
GWS
GWS
GWS
GWS
GWS
GWS
GWS
GWS
GWS
GWS
GWS
GWS
GWS
GWS
GWS
GWs
GWS
wr
WF
WF
w!-
WF
WF
WF
WF
WF
WF
WF
WF
WF
WF
WF
WF
WF
WF
WF
WF
WF
WF
WF
WF
WF
WF
WF
WF
WF
GWG
GWS
GWS
RWN
GWG
GWG

13
13
13
72
72
12
t2

8

8

8

8

8

8
8
8

8
8

8

8

8
8

I
8
I
I
I
8

M
7l
1t
tl
10
10

HFO Kombinat VEB Halbleiterwerk Frankfurt (Oder)
RWN Kombinat VEB Halbleirerwerk Frankfurt (Oder)

Röhrenwerk lAnna Seghers* Neuhaus
GWS Kombinat VEB Halbleiterwerk Frankfurt (Oder)

Gleichrichterwerk Stahnsdorf
GWG Kombinat VEB Halbleiterwerk Frankfurt (Oder)

Gleichrichterwerk Großräschen
FWE Kombinat VEB Funkwerk Erfurt
WE VEB Werk für Fernsehelektronik Berlin



Verwendete Ku rzzeichen

A

B

öü

c"

c,
cro,

crro

F

/f
t,

t"
Tto

It
hrr.

I
IB

IE

Ic
rcoo

lcpu

/r so

rrnt

.IF

ID

ID

IH

Io

IE

i"o,

f"n
f""

IT

/r*

/us

Iur
Iz
L"

Ls

P,o,

a
R

-R"

Rs

-RL

Ftnr.

f6

re

f,

Spt

t8

ton

fort

t",

UD

Ucu

U""
Ucr.rt

Uc 8." 't
uru*lcuo

Uu*
Uo.

uo.
Uß

Uer

ü**
ü**

Uß

ü**
Unx

ü*,

ffuns

U""
U,

Gpt

Vuo

Vo"

Fläche

Gleichstromverstärkung

Einfügungsdämpf ung

Gehäusekapazität

S perrschichtk apazität

Gesamtkapazität

Kurzschlußausgangskapazität

Rauschfaktor

Bandbreite

Meßfrequenz

Grenzfrequenz

Resonanzfrequenz

Übergangsfrequenz

Kurzschlußverstärkung in
Emitterschaltung

Strom

Basisgleichstrom

Emittergleichstrom

Kollektorgleichstrom

Kollektorstrom bei strom-
losen Emitteranschluß

Kollektorstrom in Emitter-
schaltung bei positiver Usp

Emitterstrom bei stromlosen
Kollektoranschluß

Kollektorkurzschl ußrest-
strom

Durchlaßgleichstrom

Dunkelstrom (Fotodiode)

Drain - Strom
(MOS -Transistor)
Ilellstrom

Richtstrom

Spengleichstrom

Dauergrenzstrom

Nenndurchlaßstrom

Periodischer
Spitzendurchlaßstrom

Mittlerer Durchlaßstrom
(Dauergrenzstrom)

Periodischer Spitzen-
durchlaßstrom

Stoßdurchlaßstrom

Zündstrom

Z-Strom

Gehäuseinduktivität

Serieninduktivität

totale Verlustleistung

Kälteleistung

Widerstand

Eingangswiderstand

Gerätewiderstand

Lastwidcrstand

Gesamtwärmewiderstand

Aquivalentwiderstand

Serienwiderstand

Z-Widerstand

Empfindlichkeit

Speicherzeit

Einschaltzeit

Ausschaltzeit

Sperrverzö gerungszeit

Abschnürspannung

Kollektor - Basis - Spannung

Ucn Kollektor - Emitter-
Spannung

Emitter - Basis - Spannung

Kollektorsätti gungsspannung

Kollektorrestspannung

Kollektor - Emitter -
Durchbruchspannung

Durchbruchspannung

Drain - Source - Spannung

Gate-Source-Spannung

Durchlaß gleichsp annung

Zündspannung

Betriebsscheitelspannung

Periodische und nicht-
periodische Spitzenspannung

Sperrgleichspannung

Scheitelsperrspannung

Nennsperrspannung

Periodische Spitzensperr-
spannung

Stoßspannung

HF-Spannung

Z-Spannung

Leistungsverstärkung in
Basisschaltung

Übertragungsgewinn in
Basisschaltung

Leistungsverstärkung in
Emitterschaltune

V o" Mischleistungsverstärkung

lYr,.l Steilheit

Z Effektivität

z Einschaltzeitkonstante



fl pumeHeHHbre ycnoBHbre o6osHaqeH r,tfl

A
B

bü

c"

c,

cro,

crra

tt
/f
t
Is

to

Ir
lrrr"

I
1D

Iß
Ic

/c uo

1"u u

1r so

/c 
"s

IF

ID

ID

IE

IIJIO?I(alb

ycrlJleHr,(e IIocToEHHoro
TOHA

BHOCnMOe BaTJrXaHr,Ie

BHOCrrMafi I{O*(yXOM
eMI{OCTb

eMHOCTb Barlr4palorqero
CJIOff

06IIIafl eMHocrb

BbIXOAHaff eMHOCTb npr4
I{OpOTr{OM SaMbrr{aHr4rr

Hoe{$uquenr rrryMa

ürlptllJa noJrocbr

r{tsMepr,ITeJrbrrag qacToTa

rlpe[eJrbHafl qacToTa

peSoHaHcHag qacToTa

nepexoÄHaff qacToTa

Hoa(p(puquenr ycr{rreHr,rfl
TOI{a IIO Jry[p OBOÄHr.rI{OBOTO
Tplro[a npln HopoTr{oM
AAMbIHAHIdI4 B CXEME
c o6uluu aMr4TTepoM

TOH

uocro.guurtü ron 6agu

IIocToffHHbrü ToH oMr,lTTepa

IIOCTOf,HHbIü TOI{
HOJrJrefiTOpa

TOI{ r{OJrJreI{TOpa llpU
rro[nJrroqenr,rr,t suurrepa 6es
TOHA

TOlt F(OJrJreI{TOpa B CXeMe
eMI{TT€p a flptl IIOIO]I{Irf Te JII'-
HOM UBE

TOH 3MI'ITTCPA NPU IIOA-
HJrroqeHr.tr{ xo.nnentopa 6ea
TOHA

octaro.Iurrü ToH I{oJIJreH-
TOpa IIpIl Hoporr{oM SaMbr-
HAHI4I4

uoctogunrrü roH
üpoIIycr{aHr{E

rellnosoü rort ((poroluoga)
otteraroullrü rorr
(rpancracrop MOS) (not-
peoilEeMbrü roR)
(poroeneHrpoHHbrü ror{

BbrnpffMHTeJlruuü roH
o6parHr,rü [ocrosunrrü rofi
ycTaHoBrlBrur.Iücfl llpeÄeüb-
HbIü TOH

HOMHHaJTI,HrIü npAUOäi tOH

uepüoÄuqecHflü nI{HoBoä
upauoü toH
cpe[Hrlü nponycr{Hoü Tor{

[eprroÄrdqecHnü uaricu-
MaJrbHbrü rrponycl{Hofi Tor{

r,rMnyübcHbrü upflMoü Tor{

TOF( 3a}fir{raHü.E

Halfiyrur4ücs ror
r{HAyr{TrrBHocTb lro}Iryxa
cepraünax r,IuÄyrtrr4Buocrb
NOJIHAff MOIUHOCTb
paccelrBaHr{E

MOIIIIIOCTb OXJIAE(trEHIIff

coIIpoTr,rBJIeHr{e

BXOAHOe COIIpOTI1I BJIeHr,Ie

cofiporr.lBJreulre npu6opa
HafpyaoqHoe collpo-
TI4BJIEHI4E

oOuee repMoconporllB-
JIEHI,(E

AITBTI BAJIEHTHOE
corrpoTrIBJIeHrre

IIOCJIEÄOBATEJIbHOC

corIpoTllBJIeHr{e

noJIHOe COnpOTrdBJreHr4e

TIYBCTBZTEJIbHOCTI,

BpeM.fi HaI{OlJIeHr{ff

BpeMfi BI{JITO!IeHrdfi

BpeM.E BbIHIIOqeHr.Iff
BpeME BanasAr,rBaHr4fl
6noHraporHn
HaIIpff'fieHr,Ie

Harrp.Err(eHr{e Me}fiÄy
r(oJIJIeI{TOpOM I,l
ocI{oBaI{I4eM

Harrp.fl rr{eHr4c Me}fijly
HOJIJIeI{TOpOM 14

9Mr4TTepOM

Harrpfirrellrre Me?fiAy
aMIrTTepoM rl ocHoBaHr,IeM

Hanpfl?fieHrle HacblrrleHüff
ItoJIJIeI{TOpa

ocTaToqHoe Hallpfl?fi eHr{e
IroJrJrer{Topa

IIpo6r{BHoe Hanpfl}fieHrre
Me)fi[y HoJIJIeHTOpoM I4

aMrrTTepoM

IIpo6r{BHoe nanpff }I{eHr,re

Hanpff*rerrr{e Me}fiAy
OTBOtrOM I'I UCTOqHUNOM

HanpffE(eHr4e Me'ftAy
crpoboM r,I rtcrorlrrr{HoM

rrocTofHHoe Haupfltr(eHr4e
IIponycHaHr.lfi

sanilpapulee nocroffHHoe
HaupflrfieHrre
Ilanpmrenrae Bar+(uraHr{.n

pabovee [ranoBoe
rraIIpfr+{enil e

uepuoAüqecHoe r4 Herreprlo-
trr4qecF(oe MaHcrrMaJrbHoe
HanpfTr(eHr{e

aM[JrrrTyÄrro e 3 arflIp arouee
Hanp.fi?I{eHrde

HOMT4HaJIbHOe Sanr,rparoulee
HanpgtfieHr,re

nep[oÄI{qecHoe fir{FtoBoe
Baur4p alollee Hanpfl 7r(eHr4e

I4MnyJrbcHoe Harrp.EE{eHrre

BI,ICOHOqACTOTHOE

HaupF?fieHr,re

Ha?rtJ[rleecfi rIalrpfl ]fi eHrIe

ycr{JreHrre MotrIHocTrI
B CXMe C OoqfiM
OCHOBAHI4EM

ycrrJreHr4e uepe[aqrr
B CXeMe C O6U1IM
OCHOBAHIIEM

YCI'TJIEHI,IE MOIIIHOCTII
B C)<eMe C OorIIprM
9MrrTTepoM

ycrnJleHr4e cueruarrnoi.i
MOITIHOCTüt

npyrr,IsHa
a{qpentunuocrl
rrocToflHrrag BpellreHr4

B}IJIIOTICH14ff

Io
,IR

fu*

iI Fl{

f""

.ar

1"*

/u.
Isr
Iz
L"
L"
Prot

o
R
Il"
Ils
RL

Ä,0r"

f6

r8

fz

Spt
t8

too

üoff

t,,

U
U"u

Uct

Uns

Ucnrgt

Ucrr""t

urur,cuo

Uu*
Uot

Uos

ut

ue

uct
frvRW

ü"*

Unu

ü*n

Unp

ü*,
Urr

uz
Goo

7uo

Vo"

vr"

lYtr"l
Z

3



Symbols used

ucu

^

B

bü

cc

c,

cro,

C"ro

F
/t
I
l"
t.
t,
hrr"

I
/B

IE

Ic

lcuo

lcr u

lnso

rcps

.IF

ID

ID

IH

1o

.Ie

fu*
f"o
r""
Ir

/r*
1"t

1cr

Iz

L"

"Ls

Pro,

a
R

Re

Rs

RL

Amr"

t6

r!

r,

S"t
t.
loo

totf

t,,

U

Ucn

Uun

Uc u""t

Ucp.""t

Utunlcno

Usn

Uos

Uut

UF

un

uer

ü**
ü**

UnM

ü*n
ü*"
ü*,
U"t
uz

Gno

Vuu

Vn"

vr"

lYrt"l

",

collector - to - base voltage

surfaee

d. c. amplification

insertion loss

casing capacity

barrier layer capacity

total capacitance

short circuit output
capacitance

noise factor

band width

test lrequency

out-off lrequency

resonalcc frequency

transition frcquency

short circuit current amplifi-
cation in grounded-emitter
circuit

current

base direct current

emitter direct current

cellector direct current

collector curront with
currentless emitter

collcctor current in grounded-
emitter circuit with
positive U",
emitter cunent with
currentless collector

collector residual short-circuit
curfent

transmission direct current

dark current (photo diode)

train current (MOS transistor)

light current

rectified current

reverse direct current

continuous limiting current

nominal forward current

periodic peak forwarg currcnt

average forward current
(permanent limiting current)

periodic peak forward current

impulsc forward currcnt

ignition curreut

Z current

casing inductance

se.r'ics inductance

total power dissipation

refrigerating capacity

resistance

input resistance

resistance of instrument

load resistance

total heat resistancc

equivalent resistance

series resistance

Z resistancc

sensitivity

hold time

on time

off time

blocking time delay

voltage

collector- to - emitter voltag

emitter - to - base voltage

collector saturation voltage

residual collector voltage

collector-to-emitter
breakdown voltage

breakdown voltage

drain - to - source voltage

gate - to - source voltage

forward d, c. voltage

revcrse d, c, voltage

ignition voltage

operation peak voltage

periodic and non-periodic
peak voltage

peak reverse voltage

nominal reverse voltage

periodic peak reversc voltage

impulse voltage

HF voltage

Z voltage

powcr amplification in
grounded-base circuit

transmission gain in
grounded-base circuit

power amplification in
grounded-emitter circuit

conversion power
amplification

mutual conductance

efficiency

make time constant

4



U bersicht Si-Tro nsistoren

Art
Typ

sc 206
sc 207

r SF 021

^ 
SF 022

^ 
SF 023

^ 
SF 024

^ 
SF 025

SF 121
SF 122
SF 123

SF 126
sg 727
SF 128
SF 129

SF T31
sF 132

sF 136
sF 137

r sF r50

SF 215
SF 216

r sF 240
I SF 245

SS 106
ss 108
SS 109

r ss 120
r SS 125
r SS 126

ss 200
SS 2OT

ss 202

ss 216
SS 218

r ss 219

r SM 103
r sM 104

r Nicht für Neuentwicklunsen
a Paarweise lieferbar
l In Entwicklung

r He upeguaarralleuo AJrs HoBbrx paapadoron
a flocranusercfi rrapaMr,(
I B AaHHbIü MoMeHT paapa6arunaercR

t Not for new developments
o Available in pairs
I Under development

U"uolY UtuoN

1
,7

7
n

tr

D

5

5

5

tL

4

Uosu/V

Pl Planar
Ep Planar-Epitaxie
MOS MOSFET
P Plastverkappt

Pl fltanap
Ep Snr,trancra.n.nJraHapa
MOS MOCOET
P flonnJracrMaccoBbrMnoJrnaqr{oM

PI Planar
Ep Planar epil;axy
MOS MOSFET
P plastic covered

5

5

b

o

Uns/V /DimÄ
| 

.R16gu.7grd mW-r| .e,",7*w

t5
75

Grenzwerte

200
200

600
600
600
600
600

600
600
600

600
600
600
600

300
300

300
300

200
200

500
500
500
500
500

100
100
100

500
500
500
500

50
50

200
200

E

t)

D

5

D

a

5

20
20

20
33
66

100
720

20
D9

66

33
66

100
120

20
40

20
40

140

20
40

40
40

100
100

Rrn,"/grd mW-r

< 0,5
S 0,5

= 0,25
< 0,25
< 0,21'r
< 0,21r

= 0,25

= 0,25

=0,25
= 0,25

= 0,25

= 0,25
< 0,25

= 0,25

= 0,5
< 0,5

< 0,5
< 0,5

S 0,5
< 0,5

= 0,5
< 0,5
S 0,5

< 0,25

=0,25
< 0,5
< 0,5
< 0,5

< 0,5
< 0,5

= 0,5

S 0,6
S 0,6

25
40
20

60
30
60

70
100
r20

20
20
20

200
200
200

500
500
500

5

o

5

5
5

5

50

100
100

25
25

30
30
30,.

100
100
100

300
300
300

700
600
600

150
150
150

200
200
200

150
150

Is/mA I Pnor/mW

T
I

I
I
r
T

I
I
I
T
I
I

I
I
T
I
I

r
I
I
I

I
I
I
I
I
I

tr
u
D
!
tr

tr
tr
tr
tr

!
!
n

20 | -15...+520 l-15...+5



U bersicht Ge-Tro nsistoren

Typ
Art .,. ;. Anwendung, Frequenz Grenzwerte

r. I r.n ME NF ÄM FMIVHFIUHF Schalter -Ucsoll{ - UrnofV -IclmA P,o,/W R11,"/grd mW-l

GC 100
GC 101

^ 
GC ll2
GC 116
GC 1T7
GC 118

. GC 727
GC 722
GC 123

. GC 301

GF 126
GF 128
GF 130
GF 131
GF 132
GF 139

GF 145
rGF 741

GF 181

GF lOO
GF 105

o GD 160
. GD 170
. GD 175
. GD 180

o GD 240
. GD 247
. GD242
O GD 243
. GD244

GS 109
GS 111
GS 112

GS 121
GS 722

I
I
I
I
I
I
I
T
I
I

I
I
I
I
I
I

I
I
I
T
Ir
I
I
I
I
I
I
r
I
I
I
I

I
PI

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

I
I
I
I
t
I
T
I
t
T
T
I
I
I

I

I
I

I
I
I
T
I

I
I

I

I
T
I
I
t
I
I
I
I
I
I
I
I
I

t5
15

80

20
25
OE

25
35
70
32

25

20

o<

t5
20
33
50
66

40
50
50
bD

20

20

30

10
10

20

70
10
10

10
15
75
10

0,5

0,3

0,5

10

10
10
10
10

10
20
20
20
20

10

10

10

75
l5

150

150
150
150

250
250
250

1000

10

10

10

75

3000
3000
3000
3000

3000
3000
3000
3000
3000

50

200

100

0,03
0,03

1

0,06

5,3
5,3
5,3
5,3

10
10
10
10
10

=7<7

= 0,38

< 0,38
< 0,39
< 0,39

< 0,38
< 0,38
< 0,39
s 0,3

S 0,6

< 0,75

= 0,6

S 0,5

< 0,0075
< 0,0075

= 0,0075
< 0,0075

< 0,004
< 0,004
S 0,00/+

= 0,004
< 0,004

= 0,5

= 0,5

< 0,38

I Nicht für Neuentwicklungen
o Paarweise lieferbar
a In Entwicklung

a He uepeÄHaBHaqeHo AJIa HoBbIx
paspa6oroH

o flocraBilfferc.E IIapElMrt
IB Aannrrü MoMeHr paapaoarbl-

BaeTcfl

l, Not for new developments
o Available in pairs
I Under development

L Legierung
LD Legierungsdiffusion
ME Mesa
Pl Planar

L Cuuas
LD AüQ{yaun crraBa
ME Meaa
Pl lhauap

L Alloy
LD Älloy diflusion
ME Mesa
Pl Planar

6



Ubersicht Si-Dioden

2...6 Srück SÄY40
2...6 Stück SÄY 42

PI
Ep
P

PI
Ep
P

Planar
Planar-Epitaxie
Plastverkappt

fllrauap
Onurarcr,rs nJraHapa
flor unacruaccogbrM

Pl Planar
Ep Planar epitaxy

HoJI[aqI{oM P plastic covered

Ubersicht Ge-Dioden

I Nicht lür NcucntwicklunEcn
a In Entrvickluug

r I{e uepegnaarraqeuo AJrrr rroBr,rx
paapa6ororr

IB Aannuü MoMeHr paapa6arrr-
BaeTcfi

t Not {or new dcvcloprrrcnl,s
I Under developments

Tvp

Art Anwendung Grenzwerte

PI Ep P Schalt-
dioden

Kapa-
zitäts-
dioden

Varak-
tor-

dioden

Dioden-
block

UnlY
(Uun/V)

ü*rlY 1"/mA .frM/mA Pro,/mW
(P''lW)

.R11/grd mW-l

r sA 129
I SA 130
r sA 131

SAZT2
SAZ 13

as^z 54
r sAz 61

SAY 10
SAY 11

r SAY 12
SAY 14
SAY 15

r SAY 16
SAY 40
SAY 42
SAY 60
SAY 62
sÄM 42...45
sAM 62...65
sAx 42.. 461)

sAX 62...66r)

I
I
I
T
T
I
I
T

Ir
T
I
Ir
Tr
I
I
I
I
I

I
I
I
Ir
I
I
I

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
T
I
Ir

I
I
Irr

I
I

I
t
I
I

28
28
28
18
18

(> 90)
{> 90)

50

50

75
30
75
75
75
t5
75
75
75
t5

30
30
30

60
35

20
35
20
20
20
20
20
20
20
20

775
715
300
175

ti)
300

20
30
20
30
20
20
20
30

350
225
600

150
600

40
60
40
60
40
30
40
60

300
300
(6)

(1,5 )

300
300
1130

300
300
430
150
150
150
150
150
150
150
150

> 0,35
> 0,35
> 0,3
> 0,35
> 0,35
> 0,3
> 0,5
2 0,5
> 0,5
> 0,5
2 0,5
> 0,5
2 0,5
> 0,5

Typ
Änwendung

|-
Universal- | Schaltdiode I Photodiode

diode I I

Grenzwerte

I l(rglmÄ) I l

GÄ lOO
GÄ lOT
GA 102
GA 103
GA 104
GA 105

GA 106
GA 107

GÄ 108
2 GÄ 109
2 GA,173
4 GA r74
044657

GAY 60
GAY 61

GAY 62
GÄY 63
GAY 64

GAZ 16
GAZ 17

GP 119
GP 120
GP I2I
GP 722

T
Ir
It
I

T
I
I
I
I

I

I
I

I
I
I
I
I
I

I
I
I
I

20
40
60
80

710
20

25
60

80
40
25
otr

40

20
20
20
40
80

25

20
20
50
50

26
50
70
90

71,5

26

35
90

90
50
35
JD

50

25
OE

50
90

20
75
t2
10
10
20

20
20

20
15

4D

4D

4D

+D
.lD

4rD

30
150

45
4rD

30
30
45

225
300
300
300
225

720
120

75

100
t00
r00

-E

20
20

töJ
(3)

(3)

tö,

80
80
80
80
80

100
100

30
30
30
30

7



Si-n pn-N F-Tro nsistoren

Typ bei
Isr./nÄ U6r/V

bei
U1"*,.ro/V Is/pA

bei
hrr" UsslY IslrnA flkEz

bei
FldB Ugsllf lglpA. R"lA $Fz flklJz

SC 206
SC 207

20
20

< 100

= 100

= 

lg ,oo

=;: 

6 2 
' <8 6 200 500 850 7

Si-n pn-H F-Tro nsistoren

Tvp I""ol
nA

bei
U""l
v

Uct"'tl Icl
VmA

bei
Iul
mA

bei
f rl U"rl Icl tl
MHz V mÄ MHz

bei .
c22bl uaBl rql | |pF V mA MHz

V r"l
dB

bei
Ucul
v

Icl flmA MHz

sF 021
SF 022
SF 023
SF 024
SF 025

SF 121
sF 122
SF 123

SF 126
SF 127
SF 128
SF 129

SF 131
SF T32

SF 136
SF 137

sF 150

SF 215
SF 216

SF 240
SF 245

= 1000 20

= 100 33

= 100 66

= 100 100

= 1000 20

= 1000 33

= 1000 66

= 100

= 100

= 100

=25
< 100
< 100

= 100

= 100

33
66

100
80

20
40

20
40

20= 100
< 100

=7
=1
=7<1
=7

DU

<1
=1 50 5

=7
= 0,5

= 0,5

= 0,5

= 0,5

< 0,5
S 0,5

S 0,3
S 0,3

<5

150 75

10

10

30

>60
ä60
>60
>60
>60
>60
>60
>60
>60
>60
>60
>60
> 200
> 200

> 300
> 300

>80

10 t5

10 75

10 10 t5

10 10 100

t0 10 100

10 10 50

> 440
> 780 10 7 700

<20
<20
Zzo 1o

=20
<5

=;10

=;10<510 10 50

>L

>.211
>28

100

10436
10736

E8KI

sc 206
sc 207

Masse - 0r1 g

sF 215, 216
sß 24O,24ro
ÄnschlulJ-
folge B, E, K
Masse * 0,1g

sF 021 - 025
sF 121 - 123
sF 126 - 120

Masse e I g

sF 131, 132
sF 136 - 137

Masse = 0,59

B



Si - n p n -Scho lttro nsisto ren

Tvp
bei
Uca
v

I ctol
nA

bei
Icl I nl
mA mÄ

Ucp."r/
v

bei
too/ns lo11/ns Icl l"rl -IBzl RLIA

mA mA mA

bei
lylMHz U"olY Icl

mÄ
llMHz

ss 106
SS 108
SS 109

SS 120
SS 125
SS 126

SS 216
SS 218
SS 219

<50 75
<50 20

=50 75

<, 25 20
<25 40

< 300 .)n
< 300
< 300

10 1

107
100 10

S 0,5

= 0,5
S 0,5

<1

=0,45
= 0,45
< 0,45

<40 < 75

=40 < 75
<40 < 75

<50 <100

;;
<35

10

10

7r5

1,5

> 200
> 300
> 200

>30
>30

t0 100

75

10

12

Si-n pn -SpgziO ltfO nSiStOfen zur Ansteueruns von Ziffernanzeigcröhren

Typ bei
/cnu/FA Uctrlt{

bei
/nuo/v un"/v

bei
Ucp..r/V .Is/mÄ Is/mA B U('EIY

bei
1g/mA

SS 2OO

SS 201

SS 202

70

100

120

<7

=l
<7

< 100

<100 5

< 100

<3
< 0,6
< 3 10 0,31
S 0,6
< 3 1 0,03{
< 0,6

>32

>32 3 {0

>32

Tvp bei

lyrt.l/-S Uns/V Uas/V f lkHz
bei

R"lQ Unsr/V
bei

felmA Uos/V Uos/V
bei

-U"IY I"lp[ Uos/Y

SM 103
SM 104

=t;,| 
I o t ä 10"

ä tott
10
10 2',?,u I 0

12108
8108

ss 125, 12G

Masse e 1 g

@ lu

,.1'--'./r \

\T7
t i. -,ri,
si\[ 103, 104

Masse

=0,3g

Si-n-Ko nq l- MOS-Tro nsistoren

ss r06 - r09

Masse

=0,5g

EBK I

ffi;+
ffi

*0,1 g

ss 200 - 202
Masse
*0,1g

9



Ge- pn p-N F-Tro nsistoren

Typ
bei

-I"sol -Uc"l
g.A V

bei

-Iuuo/ -Unsls.Ä v
hrr"
(B)

bei

-Ucsl -IclVmA

bei

fllMJJz -Ucrl -Icl
(fp\ v mA

FldB -Ucr"lY -I"l R"lA llklJz
mA

GC TOO

GC 101

GC 112

GC 116
GClli
GC 118

GC 121
GC 122
GC 123

GC 301

=75 6

<15 6

<18 15

=18 75

=18 15

=18 75

= 18 1,5

< 18 1,5

<18 15

=20 6

=250 32

<500 15

<500 75

<50 10

=50 10

<50
<50
<50
<50

10

10

>10

(28)
(18) 0,5
(18)

{>28) I

100

350

7

>0,3

>0,75
>_1r2
>_1,2

(0,012)
(0,012)
(0,012)

(0,015)

10

10

=25
<10

=20<10
<5

0,2 500

0,3 500

Ge-pn p-H F-Tro nsistoren

Tvp
bei

-Ic"ol -U"ulgrA V

bei
VtuldB -Ucsl -I"l llMHz
(Geb/dB) V mA

VD"ldB -u"ul -I"l l/Mrlz
(,F/dB) v mA

bei
ldMEz -Us6l -I"l llMEz
(Vü"/dB)V mA

GF 1OO

GF 105

GF 126
GF 128
GF 130
GF T31
GF 181
GF 132
GF 139

GF 145
GF 747

<10 6
<10

< 7,5

= 7,5
< 7,5

=7,5 6

= 7,5

= 7,5

= 7,5

<8 20
<8 20

>77

t> 9) 72
{>11.5) t2

2 100

1,5 800
2 800

0,5
2

100

800
800

0,5
0,5

6
o

7

72
10

(<15)
r<20)

>9
>71

l< 9)
1< 6l

t,5

t,5
2

>40
>100

t>. 27.51

l> 27.5\

>250
>650

0,5
100

10

10

61
103
61

6l
72 7,5
102

100
100

GF t45,747

Masse e 0,4 g

GF t26 - 139

Masse - 0,6 g

H

ff
GC 100, 101
GC 112
GC 116-118
GC 127-723
GC 301

Masse * 0,8 g

GF 100,105

Masse = 0,8 g

EBK

@*'

10



G e- pn p- Leistu n gstro nsisto ren

Ge-pn p-Scho lttro nsistoren

I
I

,

GD 160 - 180
GD 240 -244

Masse = 12 g

GS 109-112
GS r2r,122

Masse - 0,8 g

Typ
bei

-/cuo/pA -U"ulY
bei

lsps/mA -Uctl\
bei

In"o/pÄ -Uu"l\
bei

-I sl
Ä

-U"r"rtl -Icl
VA

bei

-Icl
mA

fllklJz -Ussl
v

GD 160
GD 170
GD 775
GD 180

GD 240
GD 241
GD 242
GD 243
GD 244

<50
<50 6
<50
<50
<100
<100
<100
<100
<100

31,5 20
<t 33

=7 50
<7 66

=4 30
<4 40

=4 50

=4 65

=4 75

10

t0

<100
<100
<100
<100

<500
<500

=500<500
<500

S0,6

=0,6 3 0,5
<0,6
<0,6

=0,6
=0,6<0,6 3 0,5
S0,6
<0,6

>250
>250 6 0,1
>250
>250

>350
>350
>350 6 0,1
>300
>300

Tvp -I cuo I
prA

bei

-Uc"l
v

-Ucr""t/V bei
(-uco,".t/ -I"l -I,lV) mA mA

bei
zr/ps -U"tl -I"lVmA

t./ps -Icl
mA

bei
Isl
mA

bei
r/dB -urrl -r"l ilkH,

VmA

GS 109
GS 111
GS 112

GS 121
GS 722

=75
=1,5
=75
=75
=75

75

75

t<0.51
<0,3
S0,3

{<0.5}
(<0.5)

bU

300 9,4

100

3 r,5 0,5 50
<.4q

= 
ö:; 0,5 2oo

<10 0,5 100

Ili Boo s4
=25

=25
=25

L I 1

1 I 7

Kolleklor am Gehöuse

ll



Si-Kopozitötsdioden

Tvp bei
I*lpA UnlY

bei
C,lpF U"l\ r"lQ c"lpF Lgl nH l"lG}Jz

SA 129

SA 130

SA 131

s^z 72
sLz 13

=5 28

<5 28

<5 28

<10 18

=10 18

123
2,2...3,2 25

I ...16 3
2,2...3,2 25

45...65 2

I ...5 6
1 ...5 6

0,5

7

0,5

0,4
0,4

3,5
3,5

> 7,45

> 1,45

Si-Voroktordioden

Typ bei
U"*/V InlpA CtlpF UnlY r"lQ l"lGIJz c"lpF Z"/nH

sAZ 54
SAZ 61

> 90 100
> 60 100

4,8
0,5 .. .1

6
t) =2 > 100

0,8
0,5

7

7,5

F o rbring
(Kotode)

sÄ 129 - 13!

Masse = 0,3 g

ohneAdapterkoppe mitAdaplerkoppe

o
N
+-

o
N
-t

SÄZ 61

Masse = 1,4g

12



Typ
1s/mA

bei
IslnA UnlY

bei
C.o./pF U"lY U"u/mV llMHz

beim Schalter von
ü.,/ns /r : 10mA auf U* : 6Y

SAY 10
SAY 11
SAY 12
SAY 14
SAY 15
SÄY 16

SÄY 40

SÄY 42

SAY 60T

SAY 62"

7t5
75

200
a<

50
200

=50
< 100

=70
= 500

= 100

=60
=60
<A0

=60

50
25
50
25
20
30

75

15

75

15

[<q
<4
=4 o 50 I<4
Z_+
<4
<R

0 0,5
<R
<R

0,5
<8

<2
<2
<4
<4
=4
=4
=10
<10
<10

<10

Si-Scholtdioden

Si-Mehrfochdioden

sAM 42...45

sAM 62...65

sAx 42...46

sAx 62...66

* Doppeldioden-Kennwerte pro Diode
* Texsnqecxrre AaHHbre ABofiHoro Ärroga Ha Ham4rrü Alrog* Double diode performance indices per diode

\r--_------,,
ll I

t
rl

ll

ll

l,
I

rl

oooooc

il_l_::rl+^ti+
sÄx 42 - 46
sax 62 - 66

SAM 62
SAM 63
SAM 64
SÄM 65

0,3
0,4
0,4
0,5

0,3
0,4
0,4
0,5

7,0
9,6

12,l
74,7
77,2

SAM 42
SAM 43
SÄM 44
SAM 45

Maße für ,,1"

2fach Diode
Sfach Diode
4fach Diode
5fach Diode
6fach Diode

t
a{I

SÄY 10
SAY 11

SAY 12
SAY 1.3

SAY T4
SAY 15
SÄY 16

saY t0 - 16

l{asse * 0,2 g

rot
gelb
orange
grün
blau
schwarz
rot

t
--J

1

rot
rot
rot
roi
rot
rot
gelb

sÄY 40,42

l{asse = 0,3 g

t -t_.l sAY 60, 62

ä ä J 
Masse*o,Bg

2...5 Diodenfunktionen
SÄY 40 mit gemeinsamer
Katode

2... 5 Diodenfunktionen
SAY 40 mit gemeinsamer
Änode

Zusammenfassung von
2 bis 6 Einzeldioden SAY 40

Zusammenfassung von
2bisG Einzeldioden SAY 42

Farbkennzeichnung



S i -G I ei ch richterd i od en

Tvp Ü**/V UnlY ü*rlY ü*./V f"n/A r"t/A 1*/mA

für Ströme bis zu 1 A

SY 200; SY 220
SY 201; SY 221
SY 202; S\ 222
SY 203; SY 223
SY 204; SY 224

SY 205; SY 225
SY 206; SY 226
SY 207; SY 227
SY 208; SY 228
SY 210; SY 230

r00
200
300
400

500
600
700
800

1000

100
200
300
400

500
600
700
800

1000

100
130
260
390
520

650
780
910

1040
1300

100
150
300
450
600

750
900

1050
7200
t 500

0,7 * , 0,75

sY 200 - 210 r)

sY 220 - 230 1)

*bei l?-Last

für Sl,röme bis zu t0 A

SY 160
SY 162
SY 164
SY 166

50
200
400
600

JU

200
400
600

JJ

220
440
660

IJ

300
600
900

30 <3

für spezielle Änwendungen in der Kfz.-Technik

sY 1701)
sY 171r)
sY 1721)
sY 173r)

100
100
200
200

100
100
200
200

o< 39

<8
<8
<6
<6

1)

'l
r)
,)

Anode am Gehäuse
Kathode am Gehäuse

r) Anog Ha Ropuyce
2) Ftarog Ha Hopnyce

Anode on housing
Cathode on housing

sY 160 - 160

Ilasse - 24 g

Kalhode &i
sy 17O , Sy 47e

Anode ber

sY 200 - sY 210
sY 220 - SY 230

Masse = 3 g

sY 170 - 173

Masse * 10 g

313,L" svnt,sy.tz3

14



Si-Leistu n gsg leich richterd iod en

ü*n/V U*/V ü*"/V Ü*./V Ir*lA IurlÄ f*1mA

vsF 200/0,5*
vsF 200/1 *

vsF 200/2"
vsF 200/3*
vsF 200/4*
vsF 200/5*
vsF 200/6*

vsF 203/0,5
vsF 203/1
vsF 203/2
vsF 203/3
vsF 203/4
vsF 203/5
vsF 203/6

50
100
200
300
400
500
600

50
100
200
300
400
500
600

50
100
200
300
400
500
600

50
100
200
300
400
500
600

EE

770
220
330
440
550
660

ntr

150
300
450
600
750
900

90
180
360
540
720
900

1080

90
180
360
540
720
900

1100

200

rr"/Ä

250

800

1200

<10

<.7

r Nicht für NeuentwicklunEen * FIe upegnaBHaqeHo [JIff rIoBLIx
paapa6oroH

Si-Thyristoren*

* In Entwicklung
1) max. Dauer der periodischen Spitzenspannung I ms

max. Dauer der nichtperiodischen Spitzenspannung 5 ms

* B gannrrü MoMeHT paapa6atrrnaetcr
1) nau6onruree BpeMff nepl{o4r.rqecnoro MancllMaJrbHoro Halrpfftfienus 1u cen

Haüooübluee BpeMff HeuepeoÄuqecHoro MaHcItMaJIbHoro HarlpfltfieHl'Lfi
SuceH

* Under development
1) maximum duration of periodical peak voltage I ms

max. duration of non-periodical peak voltage 5 ms

* Not for new developments

I

I't

Kolodenonschluß
ö16

Sleueranschluß

Kennzeichnulg

si
PI

I

I
sl l'
l*jII

vsF 203

Masse

=3009

sw17
I

: ST llt* sr 121
I' 

Masse -30 g

Typ üu,*/V ü**/Vt) hlL fr*/A UnrlY /s1/mA

sT 17117
sT 7r112
sT 77714
sT 11116
sT 111/8

sT 12r11
sT 12712
sT 1.2114

s"t 12r16
sT 12118

70
740
280
420
560

70
740
280
420
560

100
200
400
600
800

100
200
400
600
800

13

23

90

740

<3V

bei 25o C und
spal

<3V

< 100

2 V Blockier-
ung

< 100

, max.ll+'ll{--

tt

t5



Si-Z-Dioden

Tvp U2lY bei Iz:5 mA r,/Q bei /,: 5 mA Uj/V bei In": llt1r Up/V bei fr:5 mA Pjol/mW

Reihe E 12 (10yo)

szx7817
szx 18/5,6
szx 18/6,8
szxt8l8,2
szx 18/10
szxt8ll2
szxtslts
szx 18/18
szx78l22

0,65< 0,75< 0,95
5,0<5,6<6,3
6,0<6,9<7,5
7,3<9,2<9,2
8,8 <10 <1{,0

10,7 <12 <13,4
13,0 <15 <16,5
16,0 <19 <20,0
79,6 <22 <24,4

<8
=65<4n

=8<77
<30
<40
<55
=90

>4
äz
ä 3,5
>5
>7
>10
>10
>_72

< 0,95 250

Reihe E 24 (5%)

szx79l5,7
szx7915,6
szxt9l6,2
szxt9l6,8
szx79l7,5
szx79l8,2
szx7919,7
szx19l70
szxr9ltr
szx79l72
szx19l73
szx19lr5
szx19176
szx79l78
szx19l20
szx79l22
szx19l24

4,9<5,1 <5,4
5,2<5,6<6,0
5,9<6,2<6,6
6,4<6,9<7,2
7,0<7,5(7,9
7,7<9,2<9,7
8,5<9,1 <9,6
9,4 <10 <10,6

10,4 < 7l <71,6
tl,4 <72 <72,8
72,5 <73 <14,0
13,8 <15 <15,5
15,3 < 16 <77,0
16,8 <19 <19,0
18,8 < 20 <21,0
20,8 q22 <23,0
22,8 <24 <25,6

=75<60
<35
<8
<. 1

<. 1

=ro<15
=20<20
<30
<35
<40
<50
<80
<80
=80

>7
>1
>1
>,2
>q
2 3,5
2 3,6
>5
>5
>'7
>7
>10
>10
>10
>10
>72
>72

< 0,85 250

szx 18
szx 19

Masse * 0r3 g

r6



Si-Leistu ngs-Z- Dioden

Typ u"lv ,JQ
bei
I;lm.L 1z-.,/mÄl) f2-",/mAs)

sz 501r
sz 504
sz 505
sz 555
sz 506
sz 507
sz 508
sz 509
sz 510
sz 577
sz 512
sz 513
sz 515
SZ 516
sz 518
sz 520
sz 522

0,65 - 0,85
4,8 - 5,5
5,3 - 6,0
5,8 - 6,6
6,4 - 7,3
7,1. - 7,9
7,7 - 8,8
9,5 - 9,6
9,4 - 10,6

10,4 - 71,6
77,4 - 72,7
72,5 - 14,0
13,8 - 15,8
15,3 - 17,0
16,8 - 19,0
18,8 - 21,0
20,8 - 23,0

1,5

2

2

2

2
,

n
o

7l
77

75
75
75
75

100
r00
100
r00
100
100
r00

50
bu
50
50
50
50
25
25
25
OE

775
775
160
745
130
175
710
100

90
80

bt
60
AD

50
4D

40

1400
1400
7290
1770
1060

980
880
800
730
670
610
550
490
450
400
370
330

Referenzelemente

Typ

gZY 20
sz-I 2l
SZY 22
SZY 23

* In Durchlaßrichtung gepolte Diode
1) ohne Kühlblech
2l mit Kühlblech Al 100 x 100 x Smma

8,4 t 0,4
8,4 t 0,4
8,4 t 0,4
8,4 t 0,4

sz 501 - 522

Masse = 10 g

* Ilonroca Auoga, nogrüroqöHnhre
B rrpouycHHoM HanpaBJreHI4r,I

l) 6ea rncra AJrs oxJraxrÄenrdff
2) c rücrou oxJralr{AeHnfl aJIIoM.

100x100xBuu3

75
t5
t5
75

25
25
25

Pror/mW

<66
<33
= 73,2
S 6,6

* Diode poled in forward direction
1) without cooling sheet
2) wit cooling sheet Äl 100 x 100 X 3 mmg

L,U2lln\

szY 20-2?

Masse * 6,59

YI



G
G

GA
GA
GA
GA

Ge-Scholtdioden

Ge-Photodioden

r bei 1 000 x und einer Farbtemperatur der Strahlungsquelle von 2850 oK
r upu 1000 x rr rlBeroBoü teunepar5pe I{crolIHIII{a lIsJIyIeHlIfl 2850 oI{
* at 1000 x and a colour temperature from the radiation source of 2850'K

Forbring
(Kotode)

Forbring
(Anode)

GA 106, 107
GÄY 60 - 64
GLZ I8

Masse * 0,3 g

GP 119 - 122

Masse * 0,6 g

Tvp bei
UrlY I"/mA

bei
I*lÄ url\

bei
Cno,/pF Usl\ llMIIz 16/mA bei U* : 6

GA 106
GA 107

GAY 60
GAY 6T

GAY 62
GAY 63
GAY 64
GAY 16

<7
=7
=\
=0,7S 0,5

= 0,8

=7
=T

6

5

75
NE

10
7,5

76

=40
=8
= 1000
< 1000

=50

= 250

=30

10
16

20
20
10
10
80
10

<1,5 1 7

<1,5 | t
=7,5 7 I
=1,5 7 7

=1,5 7 I

to
100
100
100

IJ

Tvp ,",.i,/*n ,",.1"/*o ,li/'" ro.to/pÄ /o.",/lrÄ Almm2

GP 119
GP 120
GP 127
Gl' 722

30
100

30
100

70
125
70

,125

20
20
50
50

n
q

n

T5
t5
t5
75

1

7

7

7

19



Ge-Universoldioden

Tvp UrlV
bei
IelmA 1*/pA

bei
U"lY 1"/pA

bei
Utl\ ü*t/V les/mÄ

GA lOO
GA 101
GA 102
GA 103
GA 104
GA 105
GAZ77

=1
=7
=l
=7<7
<T
<.7

5
3

3
3
3
J

5

< 100
<40
=40<75
=75< 100
<30

10
10
10
10
10
10
10

< 500
< 400
< 350
<250
< 200
< 500

20
40
60
80

710
20

30
JA

80
100
120
30

100
100
100
100
100
100

Diodenpoore

Typ Is/mA
bci
Url! I 

"ltrL

bei
Unl\ 1*/pA

bei
U"lY ü*./V /1s/mA

2 GÄ 109
2 GAttS

>5
>6

7

I =40
= 

t+0

10
10

< 300 40 DA 100
50

Diodenquortette

Tvp
.Ip/mA

bei
url\ r*/pA

bei
Unl\ 1*/pA

bei
U"l\ ü"./V /u.1mA

4 GL714
044657

>6
>7,5

I
I

<40
<40

t0
10

= 150
< 300

20
40 ac

50
100

Forbring
(Kotode)

n.A. 100 -108
G-\Z l7
GA 109
GA 113
GL II4
Masse e 0,3 g

o44657

Masse = 2,5 g

r8



G e-G leich ri chterd iod en*

GY 099
GY lOO
GY 101

GY 102
GY 103
GY 104
GY 105

GY 109
GY 110
GY 111
GY IT2
GY 113
GY 114
GY 115

GY 120
GY 121
Gy 722
GY 123
GY 124
GY 125

* Nicht für Neuentwicklungen * FIe upe1uaaHaqeHo gna paspa6otoH * Not for new developments

p5,7,

ru^._

GY090-105

Masse + 0,6 g

i*,tulü*"ivii",,/e11""/a
72
24
40
75

100
150
200

72

40
IJ

170
150
200

20
40
65

100
150
200

1"/pA

=100<100
<100
<100
<100
<50
<50

< 200

GY 120-r25

Masse e 22,5 g

Tvp

t2
24
40
75

100
150
200

12

40
75

100
150
200

20
40
65

100
150
200

12
24
40
la

100
150
200

72
24
40
75

100
150
200

20
LO

65
100
150
200

GY 109-115

Masse = 4 g

20



Selen- Freif lö chen g leich richter

Plattentyp/mm2r rlL Bolzendurch-
messer/mm

Bolzenanzahl max. Plattenanzahl lichte Weite/mm

16x 16
23x 23
28x 28
40x 40
50x 60
60x 80
80 x 100

100 x 200
100 x 300
200 x 300

0,13
0,30
0,50
1,0
l16
3,0
5'0

10,0
15,0
30,0

4
5

o

8
I
I
8

8
8

I
7

7

7

7

7

1

2
3
6

92
28
28
24
40
36
g0

24
24
24

2,5
3,4
ö,o
5,5
5,5
7,0

12,0
15,0
15,0
r8,0

Selen -Gehö useg I eich richter

Typ

E500c 15

M550c 30
v 250c 15

B 250C 30
B 250C 60

B 250 C 135
B 25C 60
B 25C 25
B 25C150
B 50C 60

B 25 C 4001250
B 25 C 600/400

D8
D16
E 2400 C 15
E ä000 c 15

* Die Platten sind für 20V,25 V und 30 V Anschlußspannung erhältlich.

Selenstabgleichrichter können für beliebige Spannungen in Äbstufungen von
10 V bis 1500 V für 1 mA, 3 mA und 5 mA bzw. 500 V für t0 mA hergestellt werden.

* [ocHu MornHo rroJryrmTb lns 20 s,25 Y ra 30 n npucoeÄuuöHnoro Harr-
pfl?fieHr.rff.

Cenenosrre BblnpflMrrreJltr Moryr 6rrr.r uaroroBJrenbl [na nro6rrx Haupff-
mennü B ardanasoHe or 10s go 1500 s Arq 1il,ra,3ualr5rua uilü 500s
trüff 10 Ma.

* The discs are available for a connection voltage of 20 V, 25 V, and 30 V.

Selenium rod rectifiers can be made for optional voltages in stages between
10 and 1500 V, for 1 mÄ, 3 mA and 5 mA or for 500 Y for 10 mA.

Abmessungen/mm Masse/g

12

8

18
7,2
1,2
3
2,5

6
12

0,6
T

100
100

500
500
250
250
250

250
25
25
25
50

25

80
r60

2400
3000

1A

30
75
30
60

135
60
OE

150
60

4001250
600/400

0,5
0,5

75
t5

12xtzx32

72x72x18
12x15x37
35x10x12
7x 7x 72
7 x12x 73
8x10x 12

8x16x 20
8x23x 27

7x 7x 8
7x 7x 72

17 x20 xl56
15x18x151

2I



Selen-Stobilisotoren

Kennzeichnung Us,/V fgr/mA Abmessungen/mm Masse/g

1,5 St I
3,0 St 10

S3
1S6

1,5 ...1,8
3,0 ... 3,6

0,5 ...2,0
0,5 ... 2,0

7x7xB
7 x72x73

0,6
3,0

Selen -Gehö rsch utzg I eich ri chter

rel Q bei äulNp bei Abmessungen/mm Masse/g

KG 60 > 3500 0,2v

>8 1,0V

- 0,05 - 2N
0,8 kHz
600

- 0,7 oN
0,8 kHz
600

4,5 x14,4x75 1,8

Thermoelektrische Kühlelemente

Typ Zlgd-t fi/mQ U-r,lY 1."*/V Q.""/W

zB4 2,7 .108 2,4 0,L2 40 3

7,8 rt

(7__"H*_

+
.-+--+rlr.J

22



RöHRENwERK
DDR 642 Neuhous om
Fernruf 410
Teleg rom m-Ansch rifl:
Fernschreiber 628332

,,ANNA SEGHERS"
Rennweg

Röh renwerk Neuhousren nweg
rwnh.dd

KOMB INAT VE B HALBLEITERWERK
FRANKFURT (ODER)
DDR 1201 Frqnkfurl (Oder)-Morkendorf
Fernruf-Sqmmelnummer 690 Fernschreiber 016252

G LE I CH RICHTE RWE RK STAH NSDORF
DDR 'l 533 Stohnsdorf Ruhlsdorfer Weg
Fernruf 638'l Fernschreiber 015-220

Mindestbestellmenge für den Direkt-
bezug:
Je Plonposilion 1000 Stück im Sortiment,
jedoch mindeslens 100 Sfück pro Type.
Erzeugnisse qus Vorserie und Lobor-
ferligung je Plonposition 50 Slück.

Auslieferungen von Mindermengen :
Versorgungskontor
für Moschinenbou-Erzeugnisse
15 Pofsdom, Leipziger Stroße 60

Lieferung von Bouelemenlen
für F-und E-Bedorf:
VEB Elektronikhondel Berlin
1035 Berlin Weichselsfroße 26oGLEICHRICHTERWERK

DDR 7805 Großröschen, Fernruf
Fernschreiber 0'17 8849 gwg dd

GROSSRASCHEN
238-239

VEB WERK FÜR FERNSEHELEKTRONIK
DDR 116 Berlin-Oberschöneweide. Oslendstroße 'l -5
Fernruf 6327 41

Telegromm-Anschrift: Fernsehelekfronik Berlin
Fernschreiber: WF Berlin 011 470

KOMBINAT VEB FUNKWERK ERFURT
DDR 501 Erfurt, RudolfslraBe 47, Fernruf 580
Teleg rom m-Anschrifl : Fu nkwerk Erf urt
Fernschreiber 061 306

Exporleu r:

EXPORT.IM PORT
VOLKSEIG€NER A'SSENfIANO€TSSETRIEB D€R
DEUTSCHEN DEMOKRATISCHEN REPUBLIK.

OOR 1O2 BERLIN.ALEXANDERPLATZ
HAUS DER ELEKTROINDUSTRIE

w12611417o 3000 GG 7/e/70

Ausgobe 1970171


